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Wafervorbereitungsschritt

(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Herstellung einer Halb- \1, 102
leitervorrichtung mit den folgenden Schritten: yl
Vorbereiten (101) eines Halbleiterwafers (1) mit einem di-

cken Abschnitt (1a) in einem duBeren Umfangsendabschnitt Tr‘a‘germaterial-Befesﬂgungssohritt

und einem dinnen Abschnitt (1b) in einem zentralen Ab-

schnitt;

Befestigen (102) eines Tragermaterials (2) an einer Oberfla-

che des Halbleiterwafers (1);

Unterteilen (103) des Halbleiterwafers (1) in den dicken Ab- . .
schnitt (1a) und den diinnen Abschnitt (1b) nach dem Befes- Untertellungsschntt des

tigen des Tragermaterials (2); und i i % i
Schneiden (104) des diinnen Abschnitts (1b) nach der Un- dICken AbSChmttS’ dunnen AbSChnlﬁS
terteilung, wahrend der diinne Abschnitt (1b) durch das Tra-
germaterial (2) abgestitzt wird, 104
wobei das Verfahren ferner den Schritt des Streckens des -
Traggrmaterlals (2) "nach dem Trennen des dicken Ab- Zertrennschritt des

schnitts (1a) vom Tragermaterial (2) umfasst und ! \
wobei das Strecken vor dem Schneiden (104) des diinnen diinnen Abschnitts
Abschnitts (1b) ausgefiihrt wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
Verfahren zur Herstellung von Halbleitervorrichtun-
gen und insbesondere auf ein Verfahren zur Herstel-
lung einer Halbleitervorrichtung unter Verwendung
eines Wafers mit einem diinnen Abschnitt mit kleiner
Dicke.

[0002] In den letzten Jahren bestand ein Bedarf
an der Verwendung eines dinneren Wafers bei ei-
nem Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervor-
richtung. Um einen Baustein mit héherer Dichte durch
dreidimensionale Montage und dergleichen flr LSIs
zu erreichen, wurde die Dicke eines Wafers bei der
Vollendung des Prozesses auf nicht grof3er als etwa
10 pym verringert.

[0003] Fir Leistungsvorrichtungen wie z. B. IGBTs
(Bipolartransistoren mit isoliertem Gate) und MOS-
FETs (Metalloxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren)
wird ein Halbleitersubstrat einem Verdiinnungspro-
zess unterzogen, um die Stromfuhrungseigenschaf-
ten, die durch EIN-Charakteristiken verkorpert sind,
fur Anwendungen als Inverterschaltung eines Indus-
triemotors, eines Motors fiir ein Fahrzeug und der-
gleichen, und als Leistungsumwandlungs-Halbleiter-
schalter verschiedener Typen von Leistungsversor-
gungsvorrichtungen zu verbessern. Um den Kosten-
verlauf und die Eigenschaften zu verbessern, wurde
eine Halbleitervorrichtung in letzter Zeit durch einen
Prozess, der einen ultradiinnen Wafer von nicht gro-
Rer als etwa 50 ym verwendet, unter Verwendung ei-
nes Wafermaterials, das mit dem FZ-Verfahren (Zo-
nenschmelzverfahren) hergestellt wird, hergestellt.

[0004] Im Allgemeinen wird ein Wafer durch Nas-
satzen oder Trockenatzen zum Entfernen einer Be-
arbeitungsverzerrung, die durch Rickseitenschlei-
fen, chemisch-mechanisches Polieren und mechani-
sches Polieren verursacht wird, verdinnt. Dann wird
eine Diffusionsschicht durch lonenimplantation und
Warmebehandlung ausgebildet und eine Elektrode
wird durch Sputtern oder dergleichen auf einer hinte-
ren Oberflache ausgebildet. Mit einem solchen Ver-
fahren nimmt die Haufigkeit des Auftretens eines Ris-
ses eines Wafers, wenn die hintere Oberflache des
Wafers bearbeitet wird, zu.

[0005] Um einen Wafer zu verdinnen, wurde folg-
lich in letzter Zeit ein Verfahren zum Bearbeiten ei-
nes Wafers durch Verdiinnen nur eines zentralen Ab-
schnitts des Wafers, wéhrend ein dicker dulRerer Um-
fangsabschnitt des Wafers beibehalten wird, vorge-
schlagen JP 2007-019379 A). Unter Verwendung ei-
nes solchen Wafers mit einer Rippe mit dem dicken
Abschnitt und dem dinnen Abschnitt wird das Ver-
ziehen des Wafers signifikant gemildert, um den Wa-
fertransport in einer Bearbeitungsvorrichtung zu er-
leichtern, und die Festigkeit des Wafers wahrend der

Handhabung des Wafers signifikant zu verbessern,
wodurch das Reifl’en und Splittern des Wafers verrin-
gert werden.

[0006] Ein solcher Wafer mit einer Rippe hat den Ef-
fekt des Milderns der Verziehung und der Verbesse-
rung der Festigkeit des Wafers wahrend eines Wa-
ferprozesses. Da andererseits die Abschnitte mit un-
terschiedlichen Dicken in derselben Waferebene vor-
handen sind, ist, wenn ein Wafer gemaR dem ver-
dinnten Vorrichtungsbereich zertrennt wird, die Tiefe
der Zertrennung des Rippenabschnitts unzureichend,
was zu einer verringerten Qualitdt des Zertrennpro-
zesses fiihrt. Uberdies ist der Grad der Befestigung
eines Zertrennbandes in der Nahe des Rippenab-
schnitts aufgrund der Unebenheit, die durch den Rip-
penabschnitt verursacht wird, unzureichend, was zu
einer verringerten Genauigkeit des Zertrennprozes-
ses fuhrt.

[0007] JP 2010-093005 A schlagt beispielsweise ein
Verfahren zum Befestigen eines Wafers mit einer
Rippe an einem Zertrennband, dann Durchflihren
des Zertrennens von der Vorrichtungsoberflachen-
seite geman einem verdinnten Vorrichtungsbereich,
Strecken des Zertrennbandes und dann Aufnehmen
nur von Chips mit jeweils einer darin hergestellten
Halbleitervorrichtung vor.

[0008] Um das Problem, wie vorstehend be-
schrieben anzugehen, schlagt beispielsweise
JP 2011-009341 A ein Verfahren zum Fllen einer
Aussparung eines Wafers mit einer Rippe mit einem
Resistmittel, Entfernen des Rippenabschnitts durch
Zertrennen, dann Entfernen des Resistmittels durch
Nassatzen oder dergleichen und Befestigen des Wa-
fers an einem Zertrennband vor.

[0009] Diese zwei Verfahren zum Zertrennen eines
Wafers mit einem dicken Abschnitt und einem din-
nen Abschnitt umfassen jedoch jeweils die folgenden
die Ausbeute verringernden Faktoren.

[0010] Wenn die ganze Oberflaiche des Wafers mit
einem dicken Abschnitt und einem dinnen Abschnitt
unter derselben Bedingung zertrennt wird, wie in
JP 2010-093005 A beschrieben, ist das Schneiden
des dicken Abschnitts unvollstdndig, wenn eine fir
den dinnen Abschnitt geeignete Bedingung verwen-
det wird. Dieser unvollstédndig geschnittene dicke Ab-
schnitt wird wéhrend der Streckung des Zertrennban-
des abgetrennt, was zum Splittern des Wafers und
zur Anhaftung von Fremdstoffen, die das Splittern auf
die zertrennten Halbleitervorrichtungen verursachen,
fuhrt. Es ist schwierig, das Splittern zu unterdriicken,
selbst wenn das Zertrennband gestreckt wird, wobei
die Waferoberflache nach unten gewandt ist. Wenn
eine fur den dicken Abschnitt geeignete Bedingung
verwendet wird, wird andererseits das Zertrennband
gleichzeitig im dinnen Abschnitt geschnitten, was
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zu einer verringerten Qualitat des Zertrennprozesses
und zur Schwierigkeit bei der anschlieRenden Hand-
habung der zertrennten Halbleitervorrichtungen fihrt.

[0011] Bei dem Verfahren zum Durchfihren des
Zertrennens nach dem Entfernen eines dicken Ab-
schnitts, wie in JP 2011-009341 A beschrieben, wird,
nachdem der dicke Abschnitt entfernt ist und nur der
diinne Abschnitt durch das Oberflachenschutzband
gehalten wird, der Resist auf einer hinteren Oberfla-
che entfernt und das Zertrennband wird befestigt, um
das Zertrennen durchzuflihren. Folglich nimmt das
Risiko des Auftretens von Reilten und Splittern des
Wafers in den Schritten, nachdem der dicke Abschnitt
entfernt wurde, zu.

[0012] In US 2010/0055877 A1 ist ein Waferbearbei-
tungsverfahren beschrieben, bei dem ein Wafer ent-
lang mehreren Spuren zerteilt wird. Dabei wird die
Rickseite des Wafers in einem Bereich, der dem
Bauelementbereich entspricht, geschliffen, um die
Dicke des Wafers auf eine vorbestimmte Enddicke
zu verringern und gleichzeitig einen ringférmigen Ver-
stérkungsbereich auf der Riickseite des Wafers in ei-
nem Bereich, der einem seitlichen Randbereich ent-
spricht, zu bilden. In einem Schritt wird die Riicksei-
te des Wafers auf einem Zertrennband (Dicing Tape)
angebracht. In einem Schritt wird die Vorderseite des
Wafers entlang jeder Spur geschnitten, um eine Ker-
be zu erzeugen, deren Tiefe entlang einer jeden Spur
der Dicke des Bauelementbereichs entspricht, um so
den Wafer in einzelne Bauelemente zu zerteilen. In
einem Schritt wird der seitliche Randbereich vom Zer-
trennband abgel6st.

[0013] InJP 2011-210859 A ist eine Zertrennvorrich-
tung beschrieben, welche Haltemittel umfasst, um ei-
nen Wafer durch ein Klebeblatt zu halten. Die Vor-
richtung umfasst ferner Trennmittel zum Trennen des
Uberstands von Wafer und Klebeblatt und Schneid-
mittel zum Bilden einer Kerbe im Wafer, von der aus
der Uberstand getrennt wird.

[0014] In JP 2011-222843 A ist ein Verfahren mit ei-
nem Randring beschrieben, bei dem auf einen Ver-
einzelungsschritt oder Ahnliches libergegangen wird,
nachdem der innere Bereich der Rickseite eines Wa-
fers auf die fUr ein Bauelement bendtigte Zieldicke
gebracht worden ist. Im Zuge des Verfahrens wird
die Rickseite des Wafers dort, wo ein Waferrandring
oder etwas Ahnliches gebildet wird, auf ein Zertrenn-
band geklebt, wie es dessen Form entspricht. Dann
wird der Waferrandring von der Vorderseite des Wa-
fers geschnitten bzw. abgetrennt. Dann wird, in die-
sem Zustand, der auf dem Zertrennband verbleiben-
de Wafer einem Vereinzelungsprozess unterzogen,
um in einzelne Chips zertrennt zu werden.

[0015] In US 2007/0045799 A1 ist ein Verfahren
fur die Bearbeitung eines Wafers mit mehreren auf

der vorderen Oberflache in einem Gittermuster ge-
bildeten Spuren beschrieben. Mehrere Bauelemen-
te werden in mehreren durch die Spuren getrenn-
ten Bereichen gebildet. Das Verfahren umfasst ei-
nen Schritt, in dem die vordere Oberflache des aulie-
ren Randbereichs eines Klebebandes auf einer Off-
nung eines ringférmigen Rahmens angebracht wird,
um diesen zu bedecken. Das Klebeband umfasst ei-
ne Klebeschicht auf der Vorderseite und mehrere
Lécher. In einem weiteren Schritt wird die Ricksei-
te des am Rahmen angebrachten Klebebandes auf
dem Einspanntisch, mit welchem ein Werkstiick einer
Verarbeitungsmaschine mit Saugern gehalten wird,
angebracht und der Rahmen wird fixiert. In einem
Schritt wird der Wafer an der Vorderseite des Wafer-
befestigungsbereichs des Klebebandes angebracht.
Das Klebeband wird im Saugerbereich des Einspann-
tischs durch Saugkraft gehalten. Der Wafer wird an-
gesaugt, um ihn an der Vorderseite des Klebebandes
festzuhalten. Der Wafer wird entlang der Spuren be-
arbeitet.

[0016] Die vorliegende Erfindung wurde durchge-
fuhrt, um die Probleme, wie vorstehend beschrieben,
zu lésen. Eine Hauptaufgabe der vorliegenden Erfin-
dung besteht darin, ein Verfahren zur Herstellung ei-
ner Halbleitervorrichtung zu schaffen, das in der La-
ge ist, die Qualitat einer Halbleitervorrichtung nach
dem Zertrennen eines Halbleiterwafers mit einem di-
cken Abschnitt und einem diinnen Abschnitt zu ver-
bessern.

[0017] Erfindungsgemal wird diese Aufgabe durch
ein Verfahren nach Anspruch 1 gelost.

[0018] Ein Verfahren zur Herstellung einer Halb-
leitervorrichtung gemaf der vorliegenden Erfindung
umfasst die Schritte des Vorbereitens eines Halblei-
terwafers mit einem dicken Abschnitt in einem au-
Reren Umfangsendabschnitt und einem diinnen Ab-
schnitt in einem zentralen Abschnitt, des Befestigens
eines Tragermaterials an einer Oberflache des Halb-
leiterwafers, des Unterteilens des Halbleiterwafers in
den dicken Abschnitt und den diinnen Abschnitt und
des Schneidens des diinnen Abschnitts nach der Un-
terteilung, wahrend der diinne Abschnitt durch das
Tragermaterial abgestitzt wird. Das Verfahren um-
fasst ferner den Schritt des Streckens des Tragerma-
terials nach dem Trennen des dicken Abschnitts vom
Tragermaterial. Das Strecken wird dabei vor dem
Schneiden des dunnen Abschnitts ausgefihrt.

[0019] In dem Verfahren zur Herstellung einer Halb-
leitervorrichtung der vorliegenden Erfindung wird der
Halbleiterwafer in den dicken Abschnitt und den diin-
nen Abschnitt unterteilt, bevor der diinne Abschnitt
zertrennt wird, wodurch eine Verringerung der Qua-
litat des Zertrennens verhindert wird. Ferner werden
die Unterteilung in den dicken Abschnitt und den diin-
nen Abschnitt und das Zertrennen des diinnen Ab-
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schnitts durchgefiihrt, wenn das Tragermaterial an
der einen Oberflache des Halbleiterwafers befestigt
ist, wodurch das Reilten und Splittern des diinnen
Abschnitts ebenso verhindert werden. Daher kann
die Qualitat des Halbleiterwafers nach dem Zertren-
nen verbessert werden.

[0020] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
ergeben sich aus den abhangigen Anspriichen.

[0021] Die vorangehenden und weitere Aufgaben,
Merkmale, Aspekte und Vorteile der vorliegenden Er-
findung werden aus der folgenden ausfiihrlichen Be-
schreibung der vorliegenden Erfindung in Verbindung
mit den begleitenden Zeichnungen besser ersichtlich.

[0022] Weitere Merkmale und ZweckmaRigkeiten
der Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung
von Ausflhrungsformen der Erfindung anhand der Fi-
guren. Von den Figuren zeigen:

Fig. 1 einen Ablauf von Schritten eines Verfah-
rens zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung
gemal einer ersten Ausflihrungsform der vorlie-
genden Erfindung.

Fig. 2 eine teilweise Querschnittsansicht, die ein
Beispiel eines Verfahrens zum Ausbilden eines
dicken Abschnitts und eines diinnen Abschnitts
in einem Halbleiterwafer zeigt.

Fig. 3 eine teilweise Querschnittsansicht, die
das Beispiel des Verfahrens zum Ausbilden ei-
nes dicken Abschnitts und eines dinnen Ab-
schnitts in einem Halbleiterwafer zeigt.

Fig. 4 eine Querschnittsansicht, die einen Zu-
stand zeigt, in dem ein Tragermaterial an dem
Halbleiterwafer befestigt wurde.

Fig. 5 eine Querschnittsansicht, die einen Zu-
stand zeigt, in dem der Halbleiterwafer in den di-
cken Abschnitt und den diinnen Abschnitt unter-
teilt wurde.

Fig. 6 eine Draufsicht des in Fig. 4 gezeigten
Halbleiterwafers.

Fig. 7 ein Beispiel einer Vorrichtung zum Abtren-
nen des dicken Abschnitts, die in dem Verfah-
ren zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung
gemal der ersten Ausfuhrungsform der vorlie-
genden Erfindung verwendet werden kann.

Fig. 8 eine Querschnittsansicht, die ein Beispiel
eines Schritts zum Abtrennen des dicken Ab-
schnitts darstellt.

Fig. 9 eine Querschnittsansicht, die das Bei-
spiel des Schritts zum Abtrennen des dicken Ab-
schnitts darstellt.

Fig. 10 eine Querschnittsansicht, die das Bei-
spiel des Schritts zum Abtrennen des dicken Ab-
schnitts darstellt.

Fig. 11 eine Querschnittsansicht, die ein Beispiel
eines Schritts zum Strecken des Tragermaterials
darstellt.

Fig. 12 eine Querschnittsansicht, die das Bei-
spiel des Schritts zum Strecken des Tragerma-
terials darstellt.

Fig. 13 eine Querschnittsansicht, die ein weite-
res Beispiel des Schritts zum Abtrennen des di-
cken Abschnitts darstellt.

Fig. 14 eine Querschnittsansicht, die ein weite-
res Beispiel des Schritts zum Abtrennen des di-
cken Abschnitts darstellt.

[0023] Ausflhrungsformen der vorliegenden Erfin-
dung werden nachstehend mit Bezug auf die Zeich-
nungen beschrieben. In den folgenden Zeichnungen
sind dieselben oder entsprechenden Teile mit densel-
ben Bezugszeichen bezeichnet und deren Beschrei-
bungen werden nicht wiederholt.

(Erste Ausflihrungsform)

[0024] Mit Bezug auf Fig. 1 wird zuerst ein allge-
meiner Ablauf eines Verfahrens zur Herstellung einer
Halbleitervorrichtung in einer ersten Ausflihrungs-
form beschrieben. Zuerst wird in Schritt 101 ein Halb-
leiterwafer mit einem dicken Abschnitt und einem
dinnen Abschnitt mit darin ausgebildeten Halbleiter-
elementen und Drahten vorbereitet. In Schritt 102
wird als nachstes ein Tragermaterial an einer hinteren
Oberflache entgegengesetzt zu einer Hauptoberfla-
che des Halbleiterwafers befestigt. In Schritt 103 wird
dann der Halbleiterwafer in den dicken Abschnitt und
den didnnen Abschnitt unterteilt, wahrend er durch
das Tragermaterial abgestitzt ist. Nach der Untertei-
lung wird in Schritt 104 der diinne Abschnitt mit darin
ausgebildeten Halbleiterelementen und Drahten in in-
dividuelle Halbleitervorrichtungen zertrennt, wahrend
er durch das Tragermaterial abgestitzt ist.

[0025] In dieser Weise kann ein Tragermaterial 2,
das in Schritt 102 an einem Halbleiterwafer 1 befes-
tigt wird, bis Schritt 104 verwendet werden. Dies be-
seitigt den Vorgang des erneuten Befestigens des
Tragermaterials 2 zum Zertrennen in einen diinnen
Abschnitt 1b nach der Unterteilung, wodurch Reif3en
und Splittern des diinnen Abschnitts 1b verhindert
werden. Die Qualitdt des Zertrennens kann Uberdies
verbessert werden.

[0026] Die in Fig. 1 gezeigten Schritte werden mit
Bezug auf die Zeichnungen beschrieben. Mit Be-
zug auf Fig. 2 und Fig. 3 wird zuerst der Schritt
zum Vorbereiten des Halbleiterwafers mit dem di-
cken Abschnitt in einem aulReren Umfangsabschnitt
und dem dunnen Abschnitt in einem zentralen Ab-
schnitt beschrieben (Schritt 101). Nachdem die Halb-
leiterelemente, Drahte und dergleichen im zentralen
Abschnitt der Hauptoberflache des Halbleiterwafers
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1 ausgebildet sind, wird beispielsweise ein Schutz-
band 2a an der Hauptoberflache des Halbleiterwa-
fers 1 befestigt und ein zentraler Abschnitt der hinte-
ren Oberflache entgegengesetzt zur Hauptoberflache
des Halbleiterwafers 1 wird auf eine vorgeschriebe-
ne Dicke geschliffen. Folglich wird der Abschnitt, der
nicht geschliffen wurde, zum dicken Abschnitt, und
der Abschnitt, der geschliffen wurde, wird zum diin-
nen Abschnitt, um den Halbleiterwafer mit dem di-
cken Abschnitt und dem diinnen Abschnitt auszubil-
den.

[0027] Nach dem Ausbilden des dicken Abschnitts
im dufleren Umfangsabschnitt und des diinnen Ab-
schnitts im zentralen Abschnitt des Halbleiterwafers
kann die hintere Oberflache des Halbleiterwafers 1,
wie erforderlich, unter Verwendung einer gemisch-
ten Saure, die Flusssaure und Salpetersaure enthalt,
weiter nassgeatzt werden, um die Bearbeitungsver-
zerrung zu entfernen. Die hintere Oberflache wird ge-
gebenenfalls auch einem lonenimplantationsprozess
oder einem Laserausheilungsprozess zum Ausbilden
einer Storstellendiffusionsschicht, einem Reinigungs-
prozess und Metallsputtern und einem Gasphasen-
abscheidungsprozess zum Ausbilden einer Elektrode
unterzogen. In dieser Weise wird der Halbleiterwa-
fer mit dem dicken Abschnitt im duReren Umfangsab-
schnitt und dem diinnen Abschnitt, in dem die Halb-
leitervorrichtungen ausgebildet sind, im zentralen Ab-
schnitt vorbereitet.

[0028] Mit Bezug auf Fig. 4 wird als nachstes ein
Tragermaterial 2 zum Abstlitzen des Halbleiterwafers
1 mit dem dicken Abschnitt 1a und dem diinnen Ab-
schnitt 1b an der hinteren Oberflache des Halbleiter-
wafers 1 befestigt (Schritt 102).

[0029] Der Halbleiterwafer 1 mit dem dicken Ab-
schnitt 1a und dem diinnen Abschnitt 1b, in dem die
Halbleiterelemente ausgebildet sind, wird durch das
Tragermaterial 2 an einem Rahmen 3 montiert. Hier
wird das Tragermaterial 2 Gber dem diinnen Abschnitt
1b und dem dicken Abschnitt 1a an der hinteren
Oberflache des Halbleiterwafers 1 befestigt. Durch
Befestigen des Tragermaterials 1 Uiber einer Seiten-
oberflache und einer unteren Oberflache des dicken
Abschnitts 1a an der hinteren Oberflaiche kann das
Auftreten einer Anomalitat wie z. B. Splittern wah-
rend der anschlieRenden Unterteilung des Halbleiter-
wafers 1 in den dicken Abschnitt 1a und den diinnen
Abschnitt 1b verhindert werden.

[0030] Das Tragermaterial 2 kann aus einem belie-
bigen Material, einschlie3lich eines Klebstoffs und ei-
nes elastischen Elements, hergestellt sein. Ein war-
meschrumpfendes Klebeband kann beispielsweise
verwendet werden.

[0031] Mit Bezug auf Fig. 5 wird der Halbleiterwafer
1 als nachstes in den dicken Abschnitt 1a und den

dinnen Abschnitt 1b entlang eines Unterteilungsab-
schnitts 4 in einer solchen Weise unterteilt, dass das
Tragermaterial 2 nicht geschnitten wird (Schritt 103).
Die Unterteilung kann durch Messerzertrennen oder
Laserzertrennen implementiert werden. Die Position
des Unterteilungsabschnitts 4 wird derart bestimmt,
dass eine maximale Flache, in der die Halbleiterele-
mente ausgebildet sind, am diinnen Abschnitt 1b be-
lassen wird und dass der abgeteilte diinne Abschnitt
1b keinen dicken Abschnitt 1a umfasst. Folglich kann
der abgeteilte dicke Abschnitt 1a einen diinnen Ab-
schnitt 1b umfassen, wie in Fig. 5 gezeigt.

[0032] Fig. 6 ist eine Draufsicht des Halbleiterwafers
1, bevor der Halbleiterwafer 1 in den dicken Abschnitt
und den dinnen Abschnitt entlang des Unterteilungs-
abschnitts 4 unterteilt wird.

[0033] Ein Halbleiterwafer 1 mit individuellen Halb-
leitervorrichtungen 10, die im zentralen Abschnitt
ausgebildet sind, wird durch das Tragermaterial 2 am
Rahmen 3 montiert und entlang des Unterteilungsab-
schnitts 4 unterteilt.

[0034] Nach dem Unterteilen des Halbleiterwafers 1
in den dicken Abschnitt und den dinnen Abschnitt,
wie vorstehend beschrieben, kann der dicke Ab-
schnitt 1a vom Tragermaterial 2 getrennt werden, wie
in Fig. 8 bis Fig. 10 gezeigt.

[0035] Wenn der dicke Abschnitt 1a vom Tragerma-
terial vor einem Streckschritt nach dem Zertrennen
des dinnen Abschnitts 1b abgetrennt wird, kann das
Splittern des unvollstdndig geschnittenen dicken Ab-
schnitts 1a wahrend der Streckung verhindert wer-
den. Wenn der Schritt des Zertrennens des diinnen
Abschnitts 1b durch Messerzertrennen implementiert
wird, ist es bevorzugt, den dicken Abschnitt 1a vor
dem Messerzertrennen abzutrennen. Dadurch wird
das Schneiden des dicken Abschnitts 1a mit einem
Messer im Schritt des Zertrennens des dunnen Ab-
schnitts 1b vermieden, wodurch die Erzeugung von
Nuten, Schnitten, Graten und dergleichen im dicken
Abschnitt 1a verhindert wird. Wenn der dicke Ab-
schnitt 1a vom Tragermaterial 2 nach dem Zertren-
nen getrennt wird, wird folglich eine Verringerung der
Haltekraft einer Halteeinheit 7 des dicken Abschnitts
verhindert, und es kann verhindert werden, dass die
Schneidabfélle und dergleichen auf die Oberflache
des dinnen Abschnitts 1b fliegen.

[0036] Wenn der dicke Abschnitt 1a vom Tragerma-
terial 2 abgetrennt wird, wird zuerst der diinne Ab-
schnitt 1b durch eine Halteeinheit 5 des diinnen Ab-
schnitts gehalten, wobei das Tragermaterial 2 dazwi-
schen eingefligt ist, und der Rahmen 3 wird durch ei-
ne Rahmenhalteeinheit 6 gehalten, wobei das Tra-
germaterial 2 dazwischen eingefligt ist, wie beispiels-
weise in Fig. 8 gezeigt.
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[0037] Mit Bezug auf Fig. 9 wird als nachstes die
Halteeinheit 7 des dicken Abschnitts mit dem dicken
Abschnitt 1a in Kontakt gebracht, um den dicken Ab-
schnitt 1a durch Unterdruckadsorption oder elektro-
statische Adsorption zu halten. Mit Bezug auf Fig. 10
wird dann die Halteeinheit 7 des dicken Abschnitts
relativ zur Halteeinheit 5 des dinnen Abschnitts und
zur Rahmenhalteeinheit 6 in einer Dickenrichtung des
Halbleiterwafers 1 bewegt, um den dicken Abschnitt
1a und das Tragermaterial 2 voneinander zu trennen.

[0038] Im obigen Schritt des Trennens des dicken
Abschnitts 1a vom Tragermaterial 2 kann beispiels-
weise eine Vorrichtung zum Abtrennen des dicken
Abschnitts, die in Fig. 7 gezeigt ist, verwendet wer-
den.

[0039] Mit Bezug auf Fig. 7 wird ein Beispiel der
Struktur der Vorrichtung zum Abtrennen des dicken
Abschnitts beschrieben. Wie in Fig. 7 gezeigt, wird
zuerst der Halbleiterwafer 1, der in den dicken Ab-
schnitt 1a und den didnnen Abschnitt 1b unterteilt
wurde, in einer Halbleiterwafer-Einfihrungseinheit 11
angeordnet, wahrend er am Rahmen 3 montiert ist,
wobei das Tragermaterial 2 dazwischen eingefiigt ist.
Der Halbleiterwafer wird zu einer Ausrichtungseinheit
12 transportiert, in der die Position des Wafers ge-
pruft und eingestellt wird, und wird dann zu einer Ein-
heit 13 zum Abtrennen des dicken Abschnitts trans-
portiert. Die Einheit 13 zum Abtrennen des dicken
Abschnitts fuhrt die in Fig. 8 bis Fig. 10 dargestell-
ten Schritte durch, wie vorstehend beschrieben. Der
Halbleiterwafer, von dem der dicke Abschnitt in der
Einheit 13 zum Abtrennen des dicken Abschnitts ab-
getrennt wurde, wird in einer Halbleiterwafer-Aufnah-
meeinheit 14 aufgenommen.

[0040] Da die Verzerrung wie z. B. Falten im Tra-
germaterial 2 auftreten kann, ist es bevorzugt, einen
Schritt zum Strecken des Tragermaterials 2 durchzu-
fihren. Das Strecken des Tragermaterials 2, wie hier
verwendet, bezieht sich auf das Korrigieren der Ver-
zerrung wie z. B. Falten, die im Tragermaterial 2 auf-
getreten ist, in einem solchen Grad, dass die Quali-
tat des Zertrennens im nachsten Schritt nicht gesenkt
wird.

[0041] In diesem Fall ist es bevorzugt, ein warme-
schrumpfbares Tragermaterial 2 zu verwenden. Wie
in Fig. 11 gezeigt, wird ein Abschnitt des Tragermate-
rials 2, an dem die Verzerrung wie z. B. Falten aufge-
treten ist, durch eine Warmluft-Zufuhreinheit 8 erhitzt.
Durch Erhitzen des Tragermaterials 2, wahrend die
Rahmenhalteeinheit 6 und die Halteeinheit 5 des diin-
nen Abschnitts bewegt werden, so dass sie in der-
selben Ebene angeordnet werden, wird hier die Ver-
zerrung wie z. B. Falten, die im Tragermaterial 2 auf-
getreten ist, gestreckt, und nur der diinne Abschnitt
1b nach der Unterteilung ist am Rahmen 3 durch das
Tragermaterial 2 montiert, wie in Fig. 12 gezeigt.

[0042] Folglich kann verhindert werden, dass das
Messer mit dem Tragermaterial 2 wahrend des Mes-
serzertrennens in Kontakt kommt, wodurch eine Ver-
ringerung der Schneidleistung des Messers und eine
Verringerung der Qualitat des Zertrennprozesses, die
durch die Anhaftung einer Klebstoffkomponente des
Tragermaterials 2 an einem Vorderende des Mes-
sers verursacht werden, vermieden werden. Ferner
kann eine Verringerung der Qualitdt des Vorgangs
des Entfernens der zertrennten individuellen Halblei-
tervorrichtungen auch verhindert werden.

[0043] Mit erneutem Bezug auf Fig. 1 wird der din-
ne Abschnitt 1b, der durch das Tragermaterial 2 ab-
gestutzt ist, zertrennt (Schritt 104). In dieser Weise
kann das Tragermaterial 2, das am Halbleiterwafer 1
in Schritt 102 befestigt wird, bis zum Schritt 104 ver-
wendet werden. Dies beseitigt den Vorgang der er-
neuten Befestigung des Tragermaterials 2 zum Zer-
trennen am diinnen Abschnitt 1b nach der Untertei-
lung, wodurch das Reiften und Splittern des diinnen
Abschnitts 1b verhindert werden. Da der dicke Ab-
schnitt nicht zertrennt werden muss, kann Uberdies
die Erzeugung eines unvollstandig geschnittenen di-
cken Abschnitts oder das Schneiden des Tragerma-
terials 2 verhindert werden. Folglich kann eine Ver-
ringerung der Qualitat des Zertrennprozesses verhin-
dert werden. Dies kann wiederum eine Verringerung
der Qualitat der Halbleitervorrichtungen im Zertrenn-
schritt und in einem Schritt zum Transportieren der
individuellen Halbleitervorrichtungen verhindern.

[0044] Obwohl das Zertrennen im Verfahren zur Her-
stellung einer Halbleitervorrichtung gemafn der ers-
ten Ausfiihrungsform durch Messerzertrennen imple-
mentiert wird, kann das Zertrennen durch Laserzer-
trennen implementiert werden.

[0045] Obwohl ein Oberflachenschutzelement zum
Schutzen der Oberflache des Halbleiterwafers in dem
Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung
gemal der ersten Ausflihrungsform nicht verwendet
wird, kann ein Oberflachenschutzelement, das bei-
spielsweise aus einem wasserldslichen Material be-
steht und das vor dem Schritt des Montierens der
Halbleitervorrichtungen entfernt werden kann, ver-
wendet werden.

[0046] Wie vorstehend beschrieben, wird in dem
Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervorrichtung
gemal der ersten Ausfihrungsform der Halbleiter-
wafer mit dem dicken Abschnitt und dem dinnen
Abschnitt in den dicken Abschnitt und den dinnen
Abschnitt unterteilt, bevor der diinne Abschnitt zer-
trennt wird, wodurch das Splittern des dicken Ab-
schnitts verringert wird und die Qualitat des Zertren-
nens verbessert wird. Ferner werden die Untertei-
lung in den dicken Abschnitt und den dinnen Ab-
schnitt und das Zertrennen des diinnen Abschnitts
unter Verwendung desselben Tragermaterials, das
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an der einen Oberflache des Halbleiterwafers befes-
tigt ist, durchgefiihrt, wodurch das Rei3en und Split-
tern des diinnen Abschnitts unterdriickt werden.

(Zweite Ausfihrungsform)

[0047] Mit Bezug auf Fig. 13 und Fig. 14 wird ei-
ne zweite Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfin-
dung beschrieben. Ein Verfahren zur Herstellung ei-
ner Halbleitervorrichtung geman der zweiten Ausfih-
rungsform ist grundséatzlich ahnlich zu jenem der ers-
ten Ausfihrungsform und istinsofern unterschiedlich,
als ein Schritt zum Verringern des Grades der Haf-
tung des Tragermaterials 2 in einem Abschnitt, der
mit dem dicken Abschnitt 1a in Kontakt steht, vor dem
Schritt des Abtrennens des dicken Abschnitts 1a vom
Tragermaterial 2 vorgesehen ist.

[0048] Fig. 13 und Fig. 14 stellen ein Beispiel des
Trennschritts unter Verwendung eines Klebebandes
dar, dessen Grad an Haftung verringert wird, wenn
das Tragermaterial 2 mit Ultraviolettstrahlen bestrahlt
wird. Ultraviolettstrahlen werden auf das Tragerma-
terial 2 in dem Abschnitt, der den dicken Abschnitt 1a
abstitzt, durch eine Ultraviolettbestrahlungsvorrich-
tung 9 von der Tragermaterialseite angewendet, um
den Grad der Haftung zu verringern. Folglich kann
der Schritt des Abtrennens des dicken Abschnitts
in der ersten Ausfiuhrungsform leichter durchgefiihrt
werden.

[0049] Die Ultraviolettstrahlen kdnnen angewendet
werden, bevor oder nachdem der dicke Abschnitt 1a
durch die Halteeinheit 7 des dicken Abschnitts gehal-
ten wird. Alternativ kann der Grad der Haftung des
Tragermaterials 2 in dem Abschnitt, der mit dem di-
cken Abschnitt 1a in Kontakt steht, unter Verwen-
dung eines Tragermaterials 2, dessen Grad an Haf-
tung durch einen anderen externen Faktor als Ultra-
violettstrahlung verringert wird, und Durchfiihren ei-
nes Schritts zum Anwenden des externen Faktors vor
dem Trennschritt verringert werden. Folglich kann der
dicke Abschnitt 1a leicht abgetrennt werden und der
Effekt dhnlich zu jenem der ersten Ausflihrungsform
kann erwartet werden.

(Dritte Ausfiihrungsform)

[0050] Eine dritte Ausflihrungsform der vorliegenden
Erfindung wird beschrieben. Ein Verfahren zur Her-
stellung einer Halbleitervorrichtung geman der dritten
Ausfiihrungsform ist grundsatzlich ahnlich zu jenem
der ersten Ausflhrungsform und ist insofern unter-
schiedlich, als der Schritt zum Zertrennen des diin-
nen Abschnitts durch Laserzertrennen implementiert
wird.

[0051] Der Laserzertrennprozess ist in der Lage, ei-
nen Wafer in Chips mit verschiedenen Formen zu
bearbeiten, indem der Laser ein /ausgeschaltet wird,

und kann einen diinnen Abschnitt ohne Ausbilden ei-
nes dicken Abschnitts ausbilden. Folglich muss der
dicke Abschnitt nicht vom Tragermaterial vor dem
Zertrennen des dinnen Abschnitts in Schritt 104,
der in Fig. 1 gezeigt ist, abgetrennt werden, son-
dern kann vom Tragermaterial mit Bezug auf Fig. 8
bis Fig. 10 vor dem Streckschritt abgetrennt werden.
In der dritten Ausfihrungsform, in der Laserzertren-
nen in Schritt 104 verwendet wird, kann namlich der
Schritt des Trennens des dicken Abschnitts vom Tra-
germaterial vor oder nach dem Zertrennen des din-
nen Abschnitts in Schritt 104 durchgefihrt werden.

[0052] Wieder kann in dieser Ausflihrungsform ein
Schritt zum Absorbieren der Verzerrung wie z. B. Fal-
ten nach dem Trennen des dicken Abschnitts 1a vom
Tragermaterial 2 durchgefiihrt werden. Wenn der di-
cke Abschnitt 1a vom Tragermaterial 2 nach dem
Laserzertrennen des diinnen Abschnitts 1b getrennt
wird und der Schritt des Absorbierens der Verzer-
rung wie z. B. Falten durch Warmeschrumpfen imple-
mentiert wird, kann hier ein Element mit einer War-
meschrumpfungseigenschaft in einem solchen Grad,
dass verhindert wird, dass ein Abstand zwischen den
Elementen, der durch das Zertrennen erzeugt wird (d.
h. eine Zertrennlinie), ungleichmalfig ist, fur das Tra-
germaterial 2 ausgewahlt werden. Folglich kann ver-
hindert werden, dass die Zertrennlinie ungleichmafig
ist, wodurch eine Verringerung der Qualitat des Vor-
gangs des Entfernens der zertrennten individuellen
Halbleitervorrichtungen verhindert wird.

[0053] Ein Schritt zum Verringern des Grades an
Haftung des Tragermaterials kann ferner wie in der
zweiten Ausfiihrungsform vorgesehen sein. Folglich
kann der Effekt ahnlich zu jenem der zweiten Ausfiih-
rungsform erwartet werden.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervor-
richtung mit den folgenden Schritten:
Vorbereiten (101) eines Halbleiterwafers (1) mit ei-
nem dicken Abschnitt (1a) in einem auflieren Um-
fangsendabschnitt und einem diinnen Abschnitt (1b)
in einem zentralen Abschnitt;
Befestigen (102) eines Tragermaterials (2) an einer
Oberflache des Halbleiterwafers (1);
Unterteilen (103) des Halbleiterwafers (1) in den di-
cken Abschnitt (1a) und den dinnen Abschnitt (1b)
nach dem Befestigen des Tragermaterials (2); und
Schneiden (104) des diinnen Abschnitts (1b) nach
der Unterteilung, wahrend der diinne Abschnitt (1b)
durch das Tragermaterial (2) abgestutzt wird,
wobei das Verfahren ferner den Schritt des Streckens
des Tragermaterials (2) nach dem Trennen des di-
cken Abschnitts (1a) vom Tragermaterial (2) umfasst
und
wobei das Strecken vor dem Schneiden (104) des
dinnen Abschnitts (1b) ausgefiihrt wird.
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2. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervor-
richtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass es ferner den Schritt des Trennens des di-
cken Abschnitts (1a) vom Tragermaterial (2) nach der
Unterteilung umfasst.

3. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervor-
richtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
das Tragermaterial (2) ein Klebeband umfasst, und
das Klebeband tber dem diinnen Abschnitt (1b) und
dem dicken Abschnitt (1a) befestigt wird.

4. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervor-
richtung nach einem der vorangehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass der dicke Abschnitt
(1a) abgetrennt wird, wahrend er direkt gehalten wird.

5. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervor-
richtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass der dicke Abschnitt (1a) durch Unter-
druckadsorption gehalten wird.

6. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervor-
richtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass der dicke Abschnitt (1a) durch elektroma-
gnetische Adsorption gehalten wird.

7. Verfahren zur Herstellung einer Halbleitervor-
richtung nach einem der vorangehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass es ferner den Schritt
des Verringerns eines Grades an Haftung des Klebe-
bandes in einem Abschnitt, der mit dem dicken Ab-
schnitt (1a) in Kontakt steht, vor dem Trennen des di-
cken Abschnitts (1a) vom Klebeband umfasst.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen
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